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요약

    
본 발명의 포커싱 방법 및 시스템은 포커스를 측정하기 위한 광을 반사율이 높은 일정한 입사각으로 반도체 웨이퍼에 
전달하고, 반도체 웨이퍼의 포토레지스터 층의 표면으로부터 반사된 반사광을 검출하여 포커스를 조절한다. 이와 같은 
포커싱 방법은 기판에 포커스를 검출하기 위한 광이 전달되도록 한다. 이때, 광은 포토레지스트 층의 표면에서 반사되
는 반사광의 세기가 투과광의 세기보다 강하도록 하는 입사각으로 전달된다. 그리고, 반사광을 검출하여 검출된 반사광
에 대하여 기판의 위치를 조절한다. 또, 포커싱 시스템은 소스부, 검출부 그리고 제어부를 포함한다. 소스부는 반도체 
웨이퍼의 포커스를 검출하기 위한 광을 발생하여, 광이 포토레지스트 층의 표면에서 반사되는 반사광의 세기가 투과광
의 세기보다 강하도록 하는 입사각으로 전달되도록 한다. 검출부는 포토레지스트 층의 표면으로부터 반사된 반사광을 
검출하여 검출신호를 발생한다. 제어부는 검출부에서 발생된 검출신호에 대해서 반도체 웨이퍼의 위치를 조절한다.
    

대표도
도 4

명세서

도면의 간단한 설명
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도 1은 본 발명의 실시예에 따른 포커싱 시스템의 개략적인 구성을 보여주는 다이어그램;

도 2는 본 발명의 포커싱 방법을 설명하기 위하여 굴절률이 다른 두 매질에서 광의 경로를 개략적으로 보여주는 다이어
그램;

도 3a는 도 2의 입사광에서 두 매질의 경계면에 수직으로 들어오는 성분에 대한 반사율과 투과율의 관계를 보여주는 그
래프;

도 3b는 도 2의 입사광에서 두 매질의 경계면에 수평으로 들어오는 성분에 대한 반사율과 투과율의 관계를 보여주는 그
래프;

도 4는 본 발명의 포커싱 방법 및 시스템에서 포커스를 측정하기 위한 광의 경로를 개략적으로 보여주는 다이어그램;

도 5a 및 도 5b는 본 발명의 실시예에 따른 레이저를 이용한 2개 이상의 포커스를 확인하는 포커싱 시스템에서 반도체 
웨이퍼의 상태에 따라서 포커스를 확인하는 방법을 설명하기 위한 도면들;

도 6a 및 도 6b는 종래 포커싱 방법 및 시스템의 문제점을 설명하기 위한 다이어그램이다.

＊ 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

10 : 포커싱 시스템12 : 제 1 발광소자

14 : 제 2 발광소자16 : 제 1 수광소자

18 : 제 2 수광소자20 : 시그널 프로세서

22 : 스테이지 콘트롤러24 : 스테이지

26 : 반도체 웨이퍼

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 스텝-앤드-리피트(step-and-repeat) 또는 스텝-앤드-스캔(step-and-scan) 형태의 노광 장치에 관
한 것으로, 좀 더 구체적으로는 반도체 요소들(semiconductor elements), 액정 요소들(liquid crystal elements) 등
의 생산을 위하여 사용되는 노광 장치에서 노광되는 기판(substrate)과 광학계 사이의 포커싱 및 레벨링을 조절하기 
위한 포커싱 방법 및 시스템에 관한 것이다.

이와 같은 형태의 노광 장치들에서 마스터 플레이트(master plate) 상에 그려지는 마스크들(masks) 또는 레티클들(
reticles)이라고 하는 회로 패턴들은 반도체 웨이퍼의 포토레지스트 층(photoresist layer)에 맞추어지고, 원하는 포
토레지스트 패턴들을 얻기 위하여 현상된다.

    
반도체 요소들의 일반적인 생산에서 회로 패턴들은 몇 개에서 수 십 개의 적층된 층들로 형성된다. 따라서, 웨이퍼 상에 
이미 형성된 회로 패턴들에 노광하려는 회로 패턴의 광학 이미지(optical image)를 정확하게 얼라인할 필요가 있다. 
또, 패터닝(patterning)을 형성하기 위해선 노광 장치에서 광학계의 축소 투영렌즈로부터 웨이퍼의 표면까지 일정한 
포커스를 확보(포커싱;focussing)하여야 하며, 일정한 면적의 포커스를 동시에 확보(레벨링;levelling)할 수 있어야 
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한다. 일반적으로 레벨링을 확보하기 위해선 넓은 영역의 광원을 사용하고 있으며, 최근에는 2개 이상의 포커스를 확보
하여 레벨링을 조절하는 체계를 사용하고 있다.
    

    
최근 반도체 기술에서는 반도체 디바이스의 더 높은 집적도가 요구되고 있다. 메모리 분야와 비메모리 분야 모두는 집
적도를 높이기 위해 적층구조를 사용하고 있으며, 집적도가 높을수록 적층의 구조가 복잡해지고 있다. 복잡한 적층구조
를 갖은 반도체 집적회로를 제작할 때 노광 장치는 복잡한 적층에 의한 단차를 극복하여 동일한 포커스를 갖춘 패터닝
을 수행해야 한다. 만일, 노광 장치에서 동일한 포커스를 갖는 패터닝을 수행하지 않으면, 패터닝의 불량에 의해 반도체 
디바이스의 생산이 불가능하다. 이와 같은 적층구조를 갖는 반도체 디바이스의 노광을 수행하기 위한 노광 장치는 커패
시터 또는 레이저를 이용하여 웨이퍼 표면의 포커스를 잡는 포커싱 시스템을 채용하고 있다.
    

도 6a 및 도 6b는 종래 포커싱 방법 및 시스템의 문제점을 설명하기 위한 다이어그램들이다.

도 6a 및 도 6b를 참조하면, 종래 2개 이상의 포커스를 확보하는 포커싱 시스템(200)은 2개 이상의 발광소자들(210,
220)과 수광소자들(216,226)을 각각 가지고 있다. 종래 상기 발광소자들(210,220)에서 발생된 제 1 광(212) 및 제 
2 광(222)의 입사각은 45도에서 60도 정도로, 상기 제 1 광(212) 및 제 2 광(222)의 투과율은 80%이상이다. 이와 
같은 종래 포커싱 시스템(200)은 반도체 웨이퍼(250)의 기판(252) 상에 적층으로 형성되는 제 1 층(254)과 제 2 층
(256)에서 각각 반사된 제 1 반사광(214)과 제 2 반사광(224)을 검출하여, 노광 공정을 수행하기 위한 광학계(도시 
않음)와 상기 반도체 웨이퍼(250) 사이의 포커스 및 레벨링을 조절하였다. 상기 제 1 반사광(214)과 제 2 반사광(22
4)은 상기 반도체 웨이퍼(250)의 포토레지스트 층(258)을 투과하여 각각 제 2 층(256)과 제 1 층(254)으로부터 반
사된 광이다. 이때, 상기 제 1 층(254)과 제 2 층(256)은 서로 단차를 가지고 형성되어 있다. 따라서, 단차가 다른 제 
1 층(254)과 제 2 층(256)의 포커스를 확인하는 과정에서 다른 한쪽 즉, 상기 제 1 층(254)에서 반사되는 제 2 반사
광(224)이 상기 제 1 반사광(214)에 비하여 ' A '만큼의 경로에 따른 광로차가 발생한다. 이와 같은 제 1 반사광(21
4)과 제 2 반사광(224)의 광로차를 극복하기 위하여, 종래 포커싱 시스템(200)은 상기 반도체 웨이퍼(250)의 위치를 
도 6b와 같이 조절하게 되어 정확한 레벨링을 잡을 수 없게 된다.

이와 같이, 종래 포커싱 방법 및 시스템은 포토레지스트 층을 투과하여 상기 포토레지스트 층의 하부에 형성된 금속층
(metallic layer) 또는 폴리층(poly layer) 등의 반사층으로부터 반사된 반사광을 검출하여 포커스 및 레벨링을 조절
하였지만, 레벨링 즉, 일정한 면적의 포커스가 동일하지 않게 되는 문제점이 있었다.

또한, 종래 포커싱 방법 및 시스템은 정확한 포커스를 얻을 수 없는 문제점도 발생되고 있다. 이는 상기 포토레이스트 
층(258)의 표면으로부터 반사되는 반사광들(도시 않음)이 노이즈(noise)로 작용하여 상기 반사광들(214,224)에 영
향을 주기 때문이다.

따라서, 종래 포커싱 방법 및 시스템은 복잡한 적층에 의한 단차가 존재할 경우 패턴 불량이 발생하고 있다. 특히, 레이
저를 사용하여 2개 이상의 포커스를 확보하는 포커싱 시스템에서 적층구조에 의해 비대칭적인 혹은 잘못된 포커스의 
측정으로 인해 일정영역의 동일한 포커스를 획득하지 못하고, 일정영역을 노광할 때 디포커스(defocus)가 발생하여 패
터닝 불량을 유발할 수 있다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

    
본 발명은 이와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 그 목적은 반도체 요소들과 액정 요소들의 생산을 위하여 
사용되는 노광 장치에서 복잡한 적층구조를 갖고 노광되는 기판의 포커스, 레벨링을 안정적으로 획득할 수 있는 새로운 
형태의 포커싱 방법 및 시스템을 제공하는데 있다. 특히, 본 발명은 레이저를 이용한 2개의 포커스를 확보하는 포커싱 
시스템에서 적층구조를 갖는 반도체 웨이퍼의 일정 영역의 동일한 포커스를 획득할 수 있는 새로운 형태의 포커싱 방법 
및 시스템을 제공하는데 있다.
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    발명의 구성 및 작용

    
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징에 의하면, 노광 장치에서 코팅 층의 표면을 갖는 기판에 패턴을 형성하기 
위하여 광학계와 상기 기판 사이의 거리를 조절하기 위한 포커싱 방법은 상기 기판에 포커스를 검출하기 위한 광이 상
기 포토레지스트 층의 표면에서 반사되는 반사광의 세기가 투과광의 세기보다 강하도록 하는 입사각으로 전달된다. 그
리고, 상기 기판의 포토레지스트 층의 표면으로부터 반사된 반사광을 검출하여 상기 검출된 반사광에 대하여 상기 기판
의 위치를 조절한다.
    

이와 같은 본 발명의 포커싱 방법에서 상기 광의 입사각은 상기 포토레지스트 층의 표면에 수직으로 들어오는 성분의 
반사율이 투과율보다 커지는 각도 이상일 수 있다. 또, 상기 광의 입사각은 상기 포토레지스트 층의 표면에 수평으로 들
어오는 성분의 반사율이 투과율보다 커지는 각도 이상일 수 있다.

    
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 특징에 의하면, 노광 장치에서 코팅 층의 표면을 갖는 기판에 패턴을 형성
하기 위하여 광학계와 상기 기판 사이의 거리를 조절하기 위한 포커싱 시스템은 소스부, 검출부, 제어부를 포함한다. 상
기 소스부는 상기 반도체 웨이퍼의 포커스를 검출하기 위한 광을 발생하여, 상기 광이 상기 포토레지스트 층의 표면에
서 반사되는 반사광의 세기가 투과광의 세기보다 강하도록 하는 입사각으로 전달되도록 한다. 상기 검출부는 상기 포토
레지스트 층의 표면으로부터 반사된 반사광을 검출하여 검출신호를 발생한다. 상기 제어부는 상기 검출부에서 발생된 
검출신호에 대해서 상기 반도체 웨이퍼의 위치를 조절한다.
    

    
본 발명의 포커싱 방법 및 시스템은 포커스를 측정하기 위한 광을 반사율이 높은 일정한 입사각으로 웨이퍼에 전달하고, 
반도체 웨이퍼의 포토레지스터 층의 표면으로부터 반사된 반사광을 검출하여 포커스를 조절하는 것을 특징으로 한다. 
이와 같은 본 발명에 의하면, 반도체 웨이퍼 상의 복잡한 적층구조에도 안정적인 포커스를 유지할 수 있으므로, 노광 공
정을 수행할 때 포커스 및 레벨링 불량을 방지하여 양호한 패터닝을 확보할 수 있다. 특히, 레이저를 이용한 2개 이상의 
포커스를 확인하는 포커싱 시스템에서 적층구조를 갖는 반도체 웨이퍼의 일정 영역의 동일한 포커스를 안정적으로 획
득할 수 있다.
    

이하, 본 발명의 실시예를 첨부도면 도 1 내지 도 4에 의거하여 상세히 설명한다. 또, 상기 도면들에서 동일한 기능을 
수행하는 구성요소에 대해서는 동일한 참조번호를 병기한다.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 노광 장치를 위한 포커싱 시스템의 개략적인 구성을 보여주는 다이어그램이다.

    
도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 포커싱 시스템(10)은 노광 장치에 설치되어 사용된다. 상기 포커싱 시스템
(10)은 커패시터 또는 레이저를 이용할 수 있다. 본 실시예에서 상기 포커싱 시스템(10)은 레이저를 이용하고, 2개 이
상의 포커스를 확인한다. 상기 포커싱 시스템(10)은 광학계(28)와 스테이지(24) 사이의 거리를 조절하기 위하여 사용
된다. 상기 광학계(28)는 상기 스테이지(24)의 윗면에 놓이는 반도체 웨이퍼(26) 상에 도포된 포토레지스트 층에 원
하는 패턴을 노광시키기 위하여 사용된다. 즉, 상기 포커싱 시스템(10)은 노광 공정을 수행할 수 있도록 노광 장치에서 
포커스 및 레벨링을 조절하는데 사용된다.
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상기 포커싱 시스템(10)은 기본적으로 소스부, 검출부, 제어부로 구성된다. 상기 소스부는 제 1 발광소자(12)와 제 2 
발광소자(14),그리고 콘트롤러(19)를 갖는다. 물론, 상기 소스부에는 광을 발생시키기 위한 다수 개의 광원들이 설치
될 수 있다. 상기 제 1 발광소자(12)와 제 2 발광소자(14)는 상기 반도체 웨이퍼(26)에 광을 전송할 때 상기 광의 입
사각을 조절할 수 있도록 가변형으로 설치할 수 있다. 상기 제 1 발광소자(12)와 제 2 발광소자(14)는 상기 반도체 웨
이퍼(26)의 입사면에 대해 수직으로 입사되는 편광을 발생시킬 수 있다.상기 제 1 발광소자(12)와 제 2 발광소자(14)
는 상기 콘트롤러(19)에 의해서 자동으로 가변할 수 있도록 한다.상기 검출부는 상기 제 1 발광소자(12)와 제 2 발광
소자(14)에 각각 대응되도록 배치된 제 1 수광소자(16), 제 2 수광소자(18), 그리고 시그널 프로세서(20)와 콘트롤
러(19')를 갖는다.상기 제 1 수광소자(16)와 제 2 수광소자(18)는, 전술한 제 1 및 제 2 발광소자(12,14)와 같이, 상
기 콘트롤러(19')에 의해서 자동으로 가변할 수 있도록 한다. 이때, 상기 발광소자들(12,14)과 상기 수광소자들(16,1
8)은 서로 연동되어 작동되므로, 각 콘트롤어(19,19')는 서로 연동되어 작동되거나 동일한 콘트롤러로 사용될 수 있을 
것이다.

한편, 나중에 상세히 설명하겠지만, 본 발명에서 상기 포커싱 시스템(10)은 상기 반도체 웨이퍼(26)가 정지 상태일 때 
세 개의 발광소자들과 이 발광 소자들과 대응되는 세 개의 수광 소자들을 사용한다. 그리고, 상기 반도체 웨이퍼(26)가 
이동 상태일 때 네 개의 발광소자들과 이 발광 소자들과 대응되는 네 개의 수광 소자들을 사용한다.

    
상기 제 1 발광소자(12)와 제 2 발광소자(14)에서 발생된 광은 스테이지(24)의 윗면에 놓인 반도체 웨이퍼(26)에서 
반사되어 상기 제 1 수광소자(16)와 제 2 수광소자(18)로 전송된다. 상기 제 1 수광소자(16)와 제 2 수광소자(18)에
서 광이 검출되면, 상기 검출부의 시그널 프로세서(20)는 포커스 양을 산출하여 상기 제어부로 전송한다. 상기 제어부
는 스테이지 콘트롤러(22)와 스테이지(24)를 갖는다. 상기 스테이지 콘트롤러(22)는 상기 시그널 프로세서(20)로부
터 전송된 신호에 응답하여 상기 스테이지(24)의 운동량을 조절하여 노광 공정을 수행하기 위한 포커스를 조절할 수 
있도록 한다.
    

도 2 내지 도 3b는 본 발명에 따른 포커싱 방법 및 시스템의 기술적 배경을 설명하기 위한 다이어그램 및 그래프들이다.

    
도 2 내지 도 3b를 참조하면, 일반적으로 굴절률이 낮은 매질(30)에서 굴절률이 높은 매질(32)로 입사광(38)이 입사
될 때, 매질의 경계에서 수직인 면(36)을 기준으로 투과각(46)은 입사각(44)보다 작다. 이때, 투과광(42)의 세기 및 
반사광(40)의 세기는 상기 입사광(38)의 입사각(44)에 따라 달라진다. 즉, 투과광(42) 및 반사광(40)의 세기는 투과
율(52) 및 반사율(50)에 각각 정비례하는 데, 입사광에 대해 투과율이 크면 그 만큼 투과광의 세기도 커지고, 또한 입
사광에 대해 반사율이 크면, 그 만큼 반사광의 세기도 커진다. 이와같이 입사광에 대해 반사율과 투과율은 도3a와 도3
b에서 보여주고 있는 바와 같이 서로 상보적이기 때문에 반사율이 높으면 그 만큼 반사광의 세기도 커지게 되는 것이다. 
상기 투과광(42)이 진행되는 매질(32)의 굴절률에 대한 상기 입사광(38)이 들어오는 매질(30)의 굴절률의 비를 1.5
라고 가정했을 때, 상기 경계면(34)을 기준으로 상기 입사광(38)의 두 가지 성분은 도 3a 및 도 3b와 같은 결과를 얻
을 수 있다. 즉, 상기 입사광(38)을 상기 경계면(34)에 수직으로 들어오는 성분과 상기 경계면(34)에 수평으로 들어
오는 성분으로 분리했을 때, 도 3a 및 도 3b는 상기 두 매질(30,32)간의 경계면(34)에 대해 상기 입사광(38)의 두 성
분을 전자기파로 해석한 그래프이다. 이때, 도 3a는 상기 경계면(34)에 수직으로 들어오는 성분의 반사율(reflectanc
e)(50)과 투과율(transmittance)(50)을 보여주는 그래프이고, 도 3b는 상기 경계면(34)에 수평으로 들어오는 성분
의 반사율(60)과 투과율(62)을 보여주는 그래프이다.
    

    
다시, 도 2 내지 도 3b를 참조하면, 상기 입사광(38)의 수직 성분의 반사율(50)은 입사각(44)이 약 75도 이상으로 커
질 때 투과율(52)보다 증가되는 것을 알 수 있다. 또, 상기 입사광(38)의 수평 성분의 반사율(60)은 입사각(44)이 약 
80도 이상으로 커질 때 투과율(62)보다 증가되는 것을 알 수 있다. 즉, 상기 입사광(38)의 입사각(44)을 75도 이상에
서 90도 이하의 범위를 갖도록 하면, 상기 입사광(38)의 반사율이 투과율보다 크게 유지할 수 있는 것이다. 따라서, 도 
4에서 보인 바와 같이, 본 발명의 포커싱 시스템(10)은 입사광(80,84)의 입사각(90,94)을 수직 및 수평 성분의 반사
율이 투과율보다 커지는 각을 갖도록 한다. 상기 반사광의 세기는 결국 입사광의 입사각조절로 제어될 수 있는 것이다.
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도 4를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 2개 이상의 포커스를 확보하는 포커싱 시스템(10)은 제 1 발광소자(12)와 
제 2 발광소자(14)를 갖는다. 상기 제 1 발광소자(12)와 제 2 발광소자(14)에서 각각 발생된 제 1 입사광(80)과 제 
2 입사광(84)은 반도체 웨이퍼(26)로 전달된다. 이때, 상기 반도체 웨이퍼(26) 상에는 회로들이 적층으로 구성되어 
있다. 상기 반도체 웨이퍼(26)의 기판(70) 상에는 제 1 층(72)과 제 2 층(74)이 적층으로 형성되어 있으며, 포토레지
스트 층(76)이 상부에 도포되어 있다. 상기 제 1 층(72)과 제 2 층(74)은 단차를 가지고 있다. 이때, 상기 포커싱 시
스템(10)은 상기 포토레지스트 층(76)의 표면에서 반사되는 제 1 반사광(82)과 제 2 반사광(86)을 상기 반도체 웨이
퍼(26) 표면의 포커스를 잡기 위하여 사용한다. 즉, 전술한 바와 같이, 상기 제 1 입사광(80)과 제 2 입사광(84)은 반
사율이 투과율보다 크도록 하는 입사각(90,92)을 갖는다. 상기 제 1 및 제 2 입사광(80,84)의 입사각(90,92)은 상기 
제 1 및 제 2 발광소자(12,14)의 설치각도를 설정하므로써 가능하다. 예컨대, 상기 제 1 및 제 2 발광소자(12,14)를 
상기 반도체 웨이퍼(26)에 대하여 임의의 각도로 조절할 수 있도록 할 수 있을 것이다. 즉, 상기 제 1 및 제 2 발광소자
(12,14)를 가변형으로 구성하는 것이다. 일례로, 전술한 바와 같이, 상기 제 1 및 제 2 발광소자(12,14)는 상기 제 1 
및 제 2 입사광(80,84)의 입사각(90,92)을 75도 이상 90도 이하로 조절할 수 있도록 할 수 있을 것이다. 이와 같이, 
입사각(90,92)의 반사율이 투과율보다 크게 하므로써 포토레지스트층(76)의 표면정보를 구할 수 있는 것이다.
    

도 5a 및 도 5b는 본 발명의 실시예에 따른 레이저를 이용한 2개 이상의 포커스를 확인하는 포커싱 시스템에서 반도체 
웨이퍼의 상태에 따라서 포커스를 확인하는 방법을 설명하기 위한 도면들이다.

    
도 5a 및 도 5b를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 레이저를 이용한 2개 이상의 포커스를 확인하는 포커싱 시스템에
서는 두 개 이상의 포커스를 획득하므로써 일정 영역의 포커스 즉, 레벨링을 동시에 획득하는 시스템이다. 실제로, 노광 
공정을 수행할 때 반도체 웨이퍼(26)는 정지 상태에서 노광되는 경우(도 5a)와 이동 상태(scanning)에서 노광되는 경
우(도 5b)가 있다. 또한, 포커스 및 레벨링을 위해서 상기 반도체 웨이퍼(26)는 X, Y, Z 축 방향들과 회전 방향으로 움
직이게 되므로, 정확한 레벨링을 위해서는 포커스를 평면적으로 획득할 필요가 있다.
    

    
도 5a에서 보인 바와 같이, 상기 반도체 웨이퍼(26)가 정지 상태일 때는 세 개의 포커스들(100,102,104)을 획득하도
록 한다. 물론, 세 개 이상의 포커스들을 획득하는 것도 가능할 것이다. 이때, 상기 세 개의 포커스들(100,102,104) 중
에서 하나의 포커스(104)는 상기 반도체 웨이퍼(26) 상에서 나머지 두 개의 포커스들(100,102)에 대하여 수직되어 
확인되도록 한다. 즉, 상기 세 개의 포커스들(100,102,104)을 통하여 안정적인 레벨링을 획득하는 것이다. 이를 위하
여, 도시하지는 않았지만, 전술한 포커싱 시스템의 소스부는 세 개의 발광 소자들을 구비하고, 검출부는 상기 소스부의 
발광 소자들과 각각 대응되는 세 개의 수광 소자들을 구비한다.
    

    
도 5b에서 보인 바와 같이, 상기 반도체 웨이퍼(26)가 이동 상태일 때는 네 개의 포커스들(110,112,114,116)을 획득
하도록 한다. 물론, 네 개 이상의 포커스들을 획득하는 것도 가능할 것이다. 이때, 상기 네 개의 포커스들(110,112,11
4,116) 중에서 두 개의 포커스들(114,116)은 상기 반도체 웨이퍼(26) 상에서 나머지 두 개의 포커스들(110,112)에 
대하여 수직되어 확인되도록 한다. 즉, 상기 네 개의 포커스들(110,112,114,116)을 통하여 안정적인 레벨링을 획득하
는 것이다. 이를 위하여, 도시하지는 않았지만, 전술한 포커싱 시스템의 소스부는 네 개의 발광 소자들을 구비하고, 검
출부는 상기 소스부의 발광 소자들과 각각 대응되는 네 개의 수광 소자들을 구비한다. 물론, 상기 소스부와 검출부는 각
각 다수 개의 발광소자들과 수광소자들을 구비하여, 그 중에서 사용하고자는 개수만큼의 발광소자들과 수광소자들을 사
용할 수 있을 것이다.
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이와 같이 본 발명의 포커싱 방법 및 시스템은 입사광의 반사율이 투과율보다 큰 범위에서 노광되는 기판에 전달되도록 
한다. 즉, 본 발명의 포커싱 방법 및 시스템은 입사광의 반사율이 투과율보다 크도록 입사광의 입사각을 설정한다. 따라
서, 본 발명의 포커싱 방법 및 시스템은 포토레지스트 층의 표면에 대한 정보를 얻음으로써 적층구조에 의한 포커스 불
량이 최소로 되어 일정한 포커스를 얻을 수 있게 된다. 특히, 레이저를 이용한 2개 이상의 포커스를 확인하는 얼라인머
트 시스템에서, 포토레지스트 층의 굴절률과 공기의 굴절률을 이용하여, 입사광을 반사율이 높은 일정한 각 이상의 입
사각을 갖도록 반도체 웨이퍼에 전달함으로써 2개 이상의 포커스를 안정되고 일정하게 확보할 수 있다.
    

    발명의 효과

이와 같은 본 발명을 적용하면, 반도체 웨이퍼 상의 복잡한 적층구조에도 안정적인 포커스를 유지할 수 있으므로, 노광 
공정을 수행할 때 포커스 및 레벨링 불량을 방지하여 양호한 패터닝을 확보할 수 있다. 특히, 레이저를 이용한 2개의 포
커스를 확보하는 포커싱 시스템에서 적층구조를 갖는 반도체 웨이퍼의 일정 영역의 동일한 포커스를 안정적으로 획득
할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

노광 장치에서 코팅 층의 표면을 갖는 기판에 패턴을 형성하기 위하여 광학계와 상기 기판 사이의 거리를 조절하기 위
한 포커싱 방법에 있어서,

상기 기판의 포토레지스트층에 포커스를 검출하기 위한 광이 전달되도록 하는 단계와;

상기 기판의 포토레지스트 층의 표면으로부터 반사된 반사광을 검출하는 단계 및;

상기 검출된 반사광에 대하여 상기 기판의 높낮이 위치를 조절하여 상기 포토레지스트층의 표면에 수직/수평으로 들어
오는 성분의 반사율이 투과율보다 커지데 되도록 상기 광의 입사각을 조절하는 단계를 포함하여, 상기 기판의 포토레지
스트 층의 표면으로부터 일정 영역의 포커스정보를 얻을 수 있는 것을 특징으로 하는 포커싱 방법.

청구항 5.

제 1 항에 있어서,

상기 광은 상기 포토레지스트 층의 입사면에 대해 수직으로 입사되는 편광인 것을 특징으로 하는 포커싱 방법.

청구항 8.

노광 장치에서 포토레지스트층의 표면을 갖는 기판에 패턴을 형성하기 위하여 광학계와 상기 기판 사이의 거리를 조절
하기 위한 포커싱 시스템에 있어서,

상기 포토레지스트층의 포커스를 검출하기 위한 광을 발생하는 소스부와;

상기 포토레지스트 층의 표면으로부터 반사된 반사광을 검출하여 검출신호를 발생하기 위한 검출부 및;

상기 검출부에서 발생된 검출신호에 대해서 상기 기판의 높낮이 위치를 조절하여 상기 포토레지스트층의 표면에 수직
/수평으로 들어오는 성분의 반사율이 투과율보다 커지게 되도록 상기 광의 입사각을 조절하는 위치 제어부를 포함하여, 
상기 반도체 웨이퍼의 포토레지스트 층의 표면으로부터 일정 영역의 포커스정보를 얻을 수 있는 것을 특징으로 하는 포
커싱 시스템.
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청구항 9.

제 8 항에 있어서,

상기 소스부는 상기 반도체 웨이퍼에 대하여 상기 광의 입사각을 소정 각도로 조절할 수 있는 가변형인 것을 특징으로 
하는 포커싱 시스템.

청구항 10.

제8항에 있어서,

상기 소스부는 상기 포토레지스트 층의 입사면에 대해 수직으로 입사되는 편광을 발생하는 것을 특징으로 하는 포커싱 
시스템.

도면
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도면 1
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도면 2
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도면 3a

도면 3b
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도면 4
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도면 5a
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도면 5b
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도면 6a
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도면 6b
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